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Effect  of the emissivit y of graphite on solut ion growth of SiC with induct ion heat ing furnace    
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Abs t r act :      
실리콘 카바이드(SiC)는 높은 밴드갭, 파괴전계강도, 열전도도 같은 우수한 특성을 통해 전력반도체용 소재로 주목받고 있다. 최근에는 상용화된 SiC 단결정 성장법의 단점을

보완할 수 있으며 공정 단가를 저감시킬 수 있는 이유로 상부종자용액성장법(Top Seeded Solution Growth, 이하 용액법)을 이용한 SiC 성장법 연구가 활발하다. 용액법은

통상 유도가열 성장로를 이용하여 흑연 도가니 내부에서 용융된 실리콘 기반의 용액(melt)에 SiC 종자결정을 침전시켜서 단결정을 성장시키는데, 이때 흑연 도가니는 실리콘

용액을 담는 용기로써의 역할과 실리콘 용액 내부로 탄소 소스를 공급하는 역할을 동시에 수행한다. 그 과정에서 흑연 도가니의 물성에 따라서 유도가열되는 발열 특성이 달

라질 수 있으므로 공정에 영향을 미친다. 특히, 흑연 도가니를 이중 구조로 사용하는 경우에는 코일에 가까운 외부 도가니가 직접적으로 유도가열하고 외부 도가니에서 발생

하는 열복사에 의해서 내부 도가니가 가열되므로 외부 도가니 내경 및 내부 도가니 외경 표면상태를 이용하여 열복사 및 방사율을 제어함으로써 내부 도가니의 발열 효율

및 온도구배를 효과적으로 제어할 수 있다.  본 연구에서는 서로 다른 표면상태를 가지는 이중 구조 흑연 도가니를 사용하여 내부 도가니의 발열특성의 차이를 분석하고, 이

론적으로 발열특성의 차이가 나타나는 현상을 분석하고 이를 실험적으로 검증하였다.
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